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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年11月4日(2021.11.4)

【公表番号】特表2020-535666(P2020-535666A)
【公表日】令和2年12月3日(2020.12.3)
【年通号数】公開・登録公報2020-049
【出願番号】特願2020-538754(P2020-538754)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/31     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/52     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/455    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/31     　　　Ｂ
   Ｃ２３Ｃ   16/52     　　　　
   Ｃ２３Ｃ   16/455    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月21日(2021.9.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を処理するための基板処理システムであって、
　マニホールドと、
　処理チャンバに設置される複数のインジェクタアセンブリであって、
　前記複数のインジェクタアセンブリの各々は、前記マニホールドと流体連通し、入口お
よび出口を含む弁を含む複数のインジェクタアセンブリと、
　ドーズコントローラと
を備えており、
　前記ドーズコントローラが、
　　前記複数のインジェクタアセンブリの各々に含まれる前記弁と連通するように構成さ
れ、かつ、
　　前記複数のインジェクタアセンブリの各々に含まれる前記弁間の製造上の差異と前記
複数のインジェクタアセンブリの各々に含まれる前記弁間の不均一性との少なくとも１つ
に基づいて、前記複数のインジェクタアセンブリの各々に含まれる前記弁に供給されるパ
ルス幅を調整し、前記複数のインジェクタアセンブリの各々に含まれる前記弁から所望の
ドーズが供給されるように構成される、
基板処理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の基板処理システムであって、
　前記複数のインジェクタアセンブリの各々は、前記複数のインジェクタアセンブリの各
々に含まれる前記弁における圧力を感知する圧力センサをさらに含む、基板処理システム
。
【請求項３】
　請求項２に記載の基板処理システムであって、
　前記ドーズコントローラは、対応する感知された前記圧力に基づいて各弁の前記それぞ
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れのパルス幅を調整するように構成される、基板処理システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の基板処理システムであって、
　前記複数のインジェクタアセンブリの各々は、前記複数のインジェクタアセンブリの各
々に含まれる前記弁におけるガス温度を感知する温度センサをさらに含む、基板処理シス
テム。
【請求項５】
　請求項４に記載の基板処理システムであって、
　前記ドーズコントローラは、対応する感知された前記ガス温度に基づいて各弁の前記そ
れぞれのパルス幅を調整するように構成される、基板処理システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の基板処理システムであって、
　前記ドーズコントローラは、前記基板に対する前記複数のインジェクタアセンブリの対
応する場所に基づいて前記パルス幅を変化させるように構成される、基板処理システム。
【請求項７】
　請求項１に記載の基板処理システムであって、
　前記ドーズコントローラは、前記複数のインジェクタアセンブリの対応する経験的デー
タに基づいて前記パルス幅を変化させるように構成される、基板処理システム。
【請求項８】
　請求項１に記載の基板処理システムであって、
　前記マニホールド内の圧力を調節する圧力レギュレータをさらに備える、基板処理シス
テム。
【請求項９】
　請求項１に記載の基板処理システムであって、
　前記ドーズコントローラは、前記弁のそれぞれがほぼ同じドーズを提供するように前記
パルス幅を調整するように構成される、基板処理システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載の基板処理システムであって、
　前記ドーズコントローラは、前記弁のそれぞれが異なるドーズを提供するように前記パ
ルス幅を調整するように構成される、基板処理システム。
【請求項１１】
　請求項１に記載の基板処理システムであって、
　前記複数のインジェクタアセンブリの各々は、制限オリフィスをさらに含む、基板処理
システム。
【請求項１２】
　請求項１に記載の基板処理システムであって、
　前記複数のインジェクタアセンブリの各々は、さらにバイパス弁を含んでおり、前記バ
イパス弁の入口が前記弁の前記入口に接続されている、基板処理システム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の基板処理システムであって、
　前記複数のインジェクタアセンブリの各々は、前記複数のインジェクタアセンブリの各
々に含まれる対応する前記弁における圧力を感知する圧力センサをさらに含み、前記ドー
ズコントローラは、対応する感知された前記圧力に基づいて前記弁および前記バイパス弁
の前記パルス幅を調整するように構成される、基板処理システム。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の基板処理システムであって、
　前記複数のインジェクタアセンブリの各々は、前記複数のインジェクタアセンブリの各
々に含まれる対応する前記弁におけるガス温度を感知する温度センサをさらに含み、前記
ドーズコントローラは、対応する感知された前記ガス温度に基づいて前記弁および前記バ
イパス弁の前記パルス幅を調整するように構成される、基板処理システム。
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【請求項１５】
　請求項１２に記載の基板処理システムであって、
　前記ドーズコントローラは、前記複数のインジェクタアセンブリの各々について、前記
弁と前記バイパス弁の所望の重なりに基づいて前記それぞれのパルス幅を変化させるよう
に構成される、基板処理システム。
【請求項１６】
　請求項１に記載の基板処理システムであって、
　前記ドーズコントローラは、前記複数のインジェクタアセンブリによって出力されるド
ーズを変化させ、空間的スキューを提供するように構成される、基板処理システム。
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